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Влияние электроТермической обработки на радиациоЕную стойкость
кристаллов Сsl(Тl,СОз)

В.Ц. Дл,еlSсеев], Л.Н, Трефuлова2
1 Инсmumуm сцuнmuJlляцuонньlх маmерu,алов НАН YKpauHbt,

^ б0 пр. Наукu, Харьков б]00], YKpauHa,
' На ц u о н а ль н bt Й у нuв ер с um е m zр аuс d а н с к о й з au,lumbt Укр аuн bt,

94 у"п. Черныulевская, Харьков б]а23, YKpaurta
al ekseev@i sma. kharkov. ua

примесь карбонат-иона В csl(Tl), как известно, стимулирует образование стабильньж
активаторньж электронных центров окраски (Tl0vu*) и кристалл теряет фотоустойчивость[1]. В
данной работе исследовалось влияние электротермической обработки (это) на радиационное
окрашиваНие кристаллов Сsl(Тl,СОз). МетодамИ ИК-спектроскопии бьлtо установлено, что в
криста,тIле, который подверга!тся ЭТо, интенсивность полос, которые обусловлены Соз2 -ионами

(lз65, 1410 см-'), значительно снижается и возникают полосы в обл. 122з, |З15 и 1680 cM't,
ХаРаКТеРНЫе ДЛЯ НСОз*. ПРи облучении одинаковой дозой ионизирующего излучения (8,9 105

рентген) образеш, подвергнутый ЭТо, показал большую радиационную стойкость. Судя по
спектру электронного поглощения, в кристалле после Это образуются только активаторные
центрЫ окраскИ дырочногО типа (Tl2*v.-), которые разрушаются при комнатной температуре в
процессе темнового хранения кристалла. В спектре исследуемого кристалла отсутствуют полосы
поглощения в области максимума свечения Т1*-центров, что позволило значительно уменьшить
эффект реабсорбции. Несомненным достоинством так же является и способность кристалла
после ЭТо восстанавлиЁать свою прозрачность, тогда как окраску облученного контрольного
образца, можно Уда,тить лишь отжигом при высоких температурах.
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